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内容概要

《电子发射材料》作者进行了多年电子发射材料的研究工作，在稀土难熔金属基原子膜类阴极、扩散
型阴极及次级发射材料等研究方面发表了多篇学术论文，在阴极材料研究方面具有一定的知名度，其
研究成果受到了美国、韩国、德国及荷兰等国学者的肯定及高度评价。
《电子发射材料》以他们的研究为基础，结合目前电子发射材料的最新进展，对电子发射材料进行较
为全面系统的介绍，可以让电真空领域的从业人员了解阴极材料的最新进展及研究热点，同时对从事
跨学科研究的学者也有一定借鉴意义。
近20年来，微波真空电子器件的性能突飞猛进，主要表现在器件功率水平、工作频率和可靠性进一步
提高。
由于其优良的特性，在雷达、电子对抗、制导、通信等领域内得到了广泛的应用，促进了这些领域的
发展，反过来这些领域的发展对微波真空电子器件提出了新的要求。
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章节摘录

第1章　绪论随着广播、电视、通信、雷达、宇航、制导等系统的迅速发展，真空电子器件作为上述
系统的发射源，其研制与发展对上述系统的发展起着至关重要的作用。
而阴极（亦称为电子发射材料）作为真空电子器件的电子发射源，其性能对器件的特性和使用寿命有
着重要影响，因而阴极被喻为“器件的心脏”。
因此，可以说上述三者的发展水平有着直接内在的联系。
1.1　真空电子器件的发展真空器件是现代工业尤其是国防装备的心脏。
20世纪中后期，随着半导体行业的急剧发展，低频率、中小功率的电子管基本被固态器件（半导体器
件）取代，在低频段，固态器件已占据统治地位，图1-1为真空器件与固态器件单管输出功率与频率的
关系。
虽然半导体器件有了很大的发展，但在输出功率、最高工作频率、带宽等方面，仍然受到极大的限制
。
这是因为载流子在半导体中的运动受到晶格的限制不可能有很高的速率，它的低电压特性决定了它不
可能有很大的功率输出。
在微波领域内的中高频段，半导体的发展遇到很大困难，几十年来一直停滞不前。
人们经过研究发现，半导体器件的结构和工作原理决定其很难在大功率和高频率领域内继续发展，短
期内无法达到微波真空电子器件的使用要求。
1990年美国国防部电子器件领导小组的研究报告指出，“半导体器件已经接近其材料的极限，而真空
电子器件频率和功率增长的潜力却是显而易见的”。
近来几次高科技战争，特别是第一次海湾战争充分显示了微波管的重要作用。
实践证实，半导体即使采用功率合成，在一定时间内，其功率输出也难以达到微波管的水平。
2000年12月美国国防部电子器件咨询小组召开了一次特殊技术领域的技术研讨会，重新审视了真空电
子器件的发展战略。
⋯⋯
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